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Telefunken Transistor 2N918 Datasheet

2 N 918

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor fiir UHF-Verstédrker und
Oszillatoren.

Silicon NPN epitaxial planar transistor for UHF amplifiers and oscillators.
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Kollektor mit Gehause verbunden Gewicht - Weight
Caollector is connected to case max. 0.5q
Zubehdr - Accessories
Zwischensockel Ident-Nr. 009010
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucao 30 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uzeo 15 v
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueeo 3 v
Gesamiverlustleistung
tar = 25°C Piot 200 mvv
tca,g.a g EEUC pt:ﬁ 300 mw
Sperrschichttemperatur tj 200 °C
Lagerungstemperatur tag —B5...+ 200 “C
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2 N 918

Wiarmewidersténde - Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung Rinaa = BBO “C/wW
Sperrschicht-Gehéause Rinic = 585 =CIwW
Statische KenngréBen - DC characteristics

Umgebungstemperatur tams = 25°C, falls nicht anders angegeben

Kolliektorreststrom Min. Typ. Max.
Ugg = 15V leeo™) 10 nA
Uca = 15V, tams = 150°C lcao **) 1 pA

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Uisriceo®) 30 W
Ic = 1 pA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Upmceo®l ) 15 v
le = 3mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung Usrieso ") 3 U}
Iz = 10 pA

Kollektor-Sattigungsspannung Ucesar o4 Vv
lg = 10mA, lpe = 1 mA

Basig-Sattigungsspannung Ugesat i v
lc = 10mA, Ie = 1 mA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltinis hre 20

Uce = 1V, lc =3mA

*JAOL = 085% ") AQL = 25%.

1) impulsméBig gﬂmamn'tgv 002, tp = = 03 ms
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